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Telefunken Transistor BU205 Datasheet

BU 204 - BU 205 - BU 206

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-Weil-Fernsehempfingern

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung ® Hohe Spitzenleistung
® Verlustleistung 10'W

Abmessungen in mm

( Kollekior mit
r——— Gehauss verbundan
Nomgehause

AB2DIN 41872

| JEDEC TO 3

Gewicht max. 20 g
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Zubehor
Isolierscheiben  Best. Mr. 515390
Absolute Grenzdaten BU 204 BU205 BU206
Kollektor-Emitter-Sparrspannung Upgpa GO0 TOD 800 v
Upgzm " 1300 1500 1700 v
Kollektorstrom, Mittelwert Teay 2.5 A
Kollektorspitzenstrom [ — a0 A
Basisspitzenstrom lam 25 A
Megativer Basisspitzenairom =lan 1.5 A
Megativer Basisstrom, Mittelwert
Iy = 20 ms =laav 0.1 A
Geasamtvarlustieistung
Toaee = 80°C Piot 10 w
Sperraschichttemperatur T 115 “C
Lagerungstemperaturbaraich Tag -85._.+115 e
' Slofspitzenspg. bei Bildribren-Uberschldigen BU 204 max. 1430 V o StoBspitzenstr. bei
BU 205 max. 1650 V Bildrihren-Ubar-
BU 206 max. 1800V aschldgen max 5 A
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‘Warmewiderstand Min. Tyvp- Max.
Sperrschichl-Gehiuse Ripac 25 L
KenngroBen

Temsa = 26°C
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannumng

le =1 ma . BU 204 Uiprices 1300 W

BU 205 Uarices 1500 W
BU 206 Uarces 1700 v

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ig = 100 mA Uariean 5 v
Dynamische Restspannung Fig, 4

le=2Alg=08A UlRast dyn 75 W
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

le=24lg=1A BU 204, BU 205 Uggsat™ 1.5 W

le=2 A lg=11A BU 206 Uggsat™ 15 W
Kallektorreststrom

Upesa, Ugg = 0V loes 1 mA
Transitfrequenz

Upg =5 W, I = 100 mA, f = 5 MHz fy 75 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ugg = 10V, f = 1 MHz Ceeo BO pF
Abfallzeit

jo=2 A lg=14a" t 0.7s )

1,
3’ : 0.01, 1, = 0.3 ms

"' Die Induktivilit im Basizkreis und die rechteckfirmige Ansteuerspannung sind so zu wihlen, dab
sich eine Spaicherzeit {; = 10 ps ergibt.
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